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1. Anschlul von Speichern

Tels Speiohergggchlﬁsae

Der AdreBbus ABO ... AB15 ermdglicht die Adressierung eines 64 K Byte-Speichers, dessen
Konfiguration nach Belieben zusammengestellt werdem kann. -
Zur Anwendung kommen derzeit folgende Speichersteckeinheiten:

K 3520 4 K Byte statischer Schreib~Lese~Speicher (s-RAM) n MOS
K 3525 16 K Byte dynamischer Schreib~Lese-Speicher

K 3820 16 K Byte programmierbarer Festwertspeicher {EPRCM)

K 3521 4 K Byie Schreib~Lese~Spaicher CMOS

I

Durch die Signale NMEMDIT und MEMDIZ des Koppelbusses (siehe Busrichtlinie K 1520) kann
die Speicherkapazitdt von 64 K Byte auf das Doppelte erweltert werden {Codierbriicken
X6:2/3 - X7:2/3).

Der gesamte Speicher ist mit dem Syetembus ilber folgende Signale verbundens

ABO e+ AB15  AdreBbus

DBO ... DBY Datenbus

Speicheranforderung

Lesesteuersignal

Schreibsteuersignal

Speilchersperre

Quittungseignal des Speichers

WAIT-Anforderung en ZRE (Zentrale Recheneinheit)
Systemtakt

Befehlelesazyklus

aggggﬁa%

1.2. Angteuerbedingungen

Alle Speichermodule aind durch 1hre dynamischen Kennwerte auf das Signalspiel des gemein—
samen Busaygtems des K 1520 ahgestimmt.
Folgende Bedingungen sind zu beachten:

Die Adresse mul mindestens 530 ns awm Bus aéabil aﬁliegen. WREQ = low (aktiv) ist 140 2
240 ns nech Anliegen der gilltigen Adresse erforderlich, Das Signal bleibt bis zum Adrefi=
wecheel aktiv, Es muf dabel mindestens 300 ns vor Schreibimpulsende WR = high gliltig sein
und bis zu dessen Ende anliegen, wenn der'Spaichar besghrieben wird, '

WK = low muB spitestens 300 ne vor dem folgenden Adrefiwechsel gewdhrleistet sein und bis
zum Adrelwechsel aktiv bleiben.

Beim Lesen erscheint BD = low (aktiv) spitestens 170 ns nach AdreBwechsel und bleibt min-
destens bis MHEW nach high aktiv. M1 wird wie die Adresse geschaltet,

Gelesene Daten sind spitestens 450 ns nach AdreBwechsel glltig,

—F—_SJOHS e ciger]

Adresse
—— MI
—ilel) bis
1240 ny

} . I e R {beim Schreibzyhlus)
: d. g IDZY
s AT (beim Lesezyklus)
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2, Allgemeine Beschreibung

2.1. Technische Daten

Steckeinheiten Abmessungen: 215 mm x 170 mm

Steckraster: : 20’ mm
8teckverbinder: 2 x 58-pol.
Betriebsspannung: 5P 8+57V
' 5N &-5V
SPGE+ 57V
12 P&+ 127V
Einsatzklasse: oberhalb 40 °¢ ist Zwangsbelliftung erforderlich

2.2. Speicherorghnisation

Die im Punkt 1.1. genannten Speichermodule stehen zur Verfiigung, die beliebig und mehr-
fach ble zur Kapazitdisgrenze eingesetzt werden kdnnen {max. 64 X Byte).

Alle Spelchermodule kinnen entsprechend des Speichervolumens iiber Programmiereinrich-
tungen auf den Steckeinheiten (Wickelbriicken oder auch Schalter) wahlweise zusammens
hingenden AdreBbereichen zugeordnet werden, wobei dile Speicheranfangsadrease der Steckw
einheiten durch 4 K tellbare Werte annehmen. -

Dadurch werden geschlossene Speicherbereiche garantiert, die den Erfordernissen_ der Pro-
-grammeysteme entsprachen., Adressen dirfen dabei nicht mehrfach belegt werden.

Die Speichersteckeinheiten werden ein~ und susgangsselilig auf den BUS geschaltet Dadurch
ist der Einsatz der Speicher-STE ateckplatzunabliingige.

‘Alle speicherspezifiechen AdreB-, Daten- und Steuerleitungen des Busses gind durch Pufferw
achaltkreise mit Low-Power-Schottky-Eingingen von den Steuer- und Speicherschaltkreisen
entkoppelt., Die Pufferechaltkreise der Datenleituhgan arbeiten bidirektional und besitzen
einen "Tri-state"Zustand. Die erzeugten Steuersignale werden iiber Open-Kollektor-Baustu-
fen ausgewsendet.

Die Geschwindigkeitsaynchronisation zwischen ZRE und Speicher erfolgt durch eine "WAIT =
Steuerung”. - -

Das auf der entaprechenden STE erzeugte Quittungssignal BDY aktiv low wird gebildet, wenn
bei einem gliltigen Lese- oder Schreibaufruf die Adresse hardwarenméfig erkannt wurde.

2.3. AnschluBbedingungen

Signalpegel

low-Potentlal: : Eingiinge - 1,0 V ees + 0,85 V
Ausgiinge OV weo + 0,457
high-Potential: Eingnge + 2,0 V «eue + 5,5 ¥

Aupglnge + 2,4 V .4 + 5,5V

Signalbelagtung

Alle von der Speicher-STE empfangenen Signale (AdreB-und Steuerbits, Dateneinginge)
werden mit max. 0,25 mi belastet. Datenausgang iet belastbar mit 15 TTL-LE. Open-Kcllek-
tor-Ausgtinge der STE treiben mex. 10 ML-LE {16 mA). Diese Ausghnge miissen mindestens
einen Lastwiderstand beasitzen (aucﬁ aulerhalb der STE);



Speicher-3TE~spezifische Signale:

Adreasse

Daten

TAKT, M1

Signale, die

ABO ... AB15, 16 Bit
ABO ... AB9 adressieren die Speicherchips (£ 1 K Bit), nachfolgende Bits
entschliisseln AdreBgruppen und die hichstwertigen Bits wihlen die STE aus.

DBO ... DB7, 8 Bit .
Lesen aua dem Speicher oder Schreiben in den Speicher wlrd .gesteuert durch
die Signale RD und WH,

Speicheranforderungseignal, es wirkt als Taktsignal fiir den épeioher (CE
Eingtinge der Speicherchips). ' -

Befehlesignal "Schreiben in den Speicher®
Es steuert die Funktion "Lesen" oder "Schreiben" der Speicherchips iiber
deren WE-Eingédnge.

Befehlesignal "Speicher lesgen"
Es bestimmt die Wirkungsrichtung der bidirektionalen Datenpuffer.

Speichersperrsignal

NEMBT wird iiber den Systembus X1/B09 undé die Signale NENDIT/Z werden iiber
den Koppelbus gefithrt. Sie sind iiber Wickelbriicken bzw, Schalter zu pro-
grammieren,

- Brilcke X6:1 - X7:1 geschlossen - NEWDI wirksam

- Briicke X6:2 - X7:2 geschlossen - NENDIT wirksanm

- Brilcke X6:3 - X7:3 geschlossen - MEEDIZ wirksam -

Das Sperrsignal schaltet die Datenausgangspuffer in den "Tri-state"-Zu- .
stand und sperrt die UE-Eingsnge der Spelcher. Die Datenausginge sind
Lhochohmig und k&nnen von anderen externen Gerdten benutzt werden ohne
die entsprechende Speicher-STE zu belasten.

- Normalkonfiguration bei einer maximalen Speicherkapazitidt von 64 K Byte:
Briicke MEMDI geschloseen
Brilcke MEWMDIT/Z offen

'~ hAdreBerweiterung iber 64 K Byte:

Bricke NMEMDY offen

Briicke NEWDIY oder WEWNDIZ je nach gewlinschiter Programmierung geschlosaen

Beachte: Zusatzverdrahtung auf dem Koppelbus und Zusatzelektronik erfor~
derlich!

Steversignal zum Auffrischen dynamischer RAM-Spelcher

Syetemtakt und Kennzeichen "Befehlslesezyklus" - sind Steuersignale zur
Bildung des Signals WAIT.

von der Speicher-STE gebildet werdsen:

Daten

DBO ... DB7, 8 Bit
Die Funktionen "Speicher lesen" oder "Speicher schreiben" werden durch die
Steuersignale WR (iiber WE-Einginge der Speicherchips) und HD (Eingang DIEN

A

der Datenausgangspuffer £ Steuerung der Wirkungsrichtung) gesteuert.

Dag Signal WAIT aktiv low 1l8et einen "WAITM-Zyklus im Prozessor aus -
wihrend eines Befehlslesezyklus. Dieser Zyklus ist bei einer Speilcher-
zugriffazeit & 450 ns erforderlich,.

TDY aktiv low, wenn auf der betreffenden STE der adressierte Speicherplats
hardwareméig vorhanden ist und zum Datenaustausch zur Verfiigung steht.



2.4. Bauelementebasis

Zur Anwendung kommen im wesentlichen folgende integrierte Schaltkreise:

. ‘1Allge-~ robo-
Realisierung mein- |Bezelchnung tron- |Sachnummer
typ NI'n
DDR RGW 8U NSW ESER
MH 3205 8205 U 205 Jscgneller 1 aus 8-De- SEQ5 001=0=~174-0T70
coder
MH 3212 |K 589/K12 8212 U 212 |8 Bit par. Ein- und SE12 [001-0-174~088
Ausgabsregister .
MH 3216 |K 589/K16 (8216 U 216 |4 Bit bidirektionaler SE16 001~01T74~0T1
Bustreiber N E
SNT75361 TTL zu MOS Treiber, PZ61
14-polig
K 565RU14 |12107B |X07B 4 K dyn. RAM Q 250 {001=0=-174~075
(4096 x 1 Bit) .
U 202 D 21024-4 X244 1 K stat. RAM Q 240 |001=0~1T74~048
(1024 x 1 Bit) ‘
U 555 2708 4708 1 KByte UV-18schb. PROM|Q 260 001—Q-507-667
S 1902 1 K stat, CMOS RAM Q 270C
. (1024 x 1 Bit)
D 100 MH 7400 (K 155LA3 SNT7400 T 100 |2-Eing.-Nand Gatter, PSOC  |001=0~507=T01
: 4-fach
D 103 |MH 7403 SN7403. |T 103 (2-Eing.-Nand Gatter, PS03 00 T-0=507~702
offener Kollektor
D 126 TL7426 [T 126 |2-Eing.-Nand Gatter, P526 001=0=507~T729
» 4-fach, offensr Kollektor ‘
D174 |MH 7474 (K 555TMZ2 SHT474 |T 174 |D-FF, 2-fach PS74 {001=0m50T=T12
D 183 |UCYJM3 |K 155IM3 SNT7483 |T 183 Bit Volladder mit PS583 |001=0~1T74~140
- ertrag
D 186 K 555LFP5 SN7486 T 186 |2-Eing.-Exklusiv-Oder, {PS86 [001~0=174~164
_ : 4-fach '
D 200 SNT4HOO |T 200 {2-BEing.-Nand, 4~fach, PHOO
schnell
D 204 SNT4HO4 |T 204 ]Inverter, 6-fach, FPHC4 001=0=50T7-T33
schnell
D 220 T 220 |4-Eing.-Nand, 2-fach, PH20
schnell
D 400 E 158LA3 T 400 |2-Eing.-Nand, 4-fach,
low

Die Wirkungsweise der aufgefiihrten Bauelemente lst aus der technischen Unterlage "Bauele=

mentelibereicht" zu ersehen.

Die in der Tabelle sufgefithrten Aquivalenztypen von Bauelementen verachiedener Hersteller
gind die vom Stand April 1980 empfohlenen. Die Angaben sind nicht vollstindig.




3. Operativepeicher OP5S K 3520

3.1. EKurzcharakteristik

Der Schreib-Lese~Speicher (Operativapeicher) dient zur Speicherung aller variablen Daten
wdhrend des Programmeblaufs im Mikrorechner K 1520,

Er besteht aus einem 4 K Byte groBen statischen nMOS-RAM-Halbleiterspeicher mit den zur
Entkopplung, Auswahl und Ansteuerung exforderlichen bipolaren Schaltkreisen.

3.2. Technische Daten

Speicherkapazitét: ) 4 K Byte (Matrix von 4 x 8 Speicherchips)

Speicherschaltkreistyp: Q 240 (1 X x 1 Bit; nMOS)

Zugriffezelt: : £ 530 ns

Betriebsarten: "Lesen" oder "Schreiben" als abgeschlossene
Zyklen in beliebigeT Reihenfelge

Datenerhalt: . Gespeicherte Daten gehen bei Abscheltung der

Betriebsspannung verloren. Prinzipliell ist ein
Datenerhalt mtiglich, wenn im Ruhezustand des
Speichers eine externe Spannung fon auBen iiber
die Klemme 5 PG zugefilhrt wird. Sie muB = 2 V
gein, ' -
Stromversorgung: 5Visg, £0,6a4 7
fiilr Steuerelektronik und Pufferschaltkreisze
sytsg %, ® 1,1 4 fiir Speicherschaltkreisze

3.3. Programmierung der Steckeinheit

3.3.1. Programmierfelder der Steckeinheit

Die Programmierfelder bestehen aus Wickelstiftpaaren, die wahlweige gebriickt werden kon-
nen {auch ale Schalter ausgefiihrt).

" OPS - K 3520
§ E:vo -Bestiickungsseite -
fee
$3¢
9
X7
X8 xsy I I ixs
l X1 I ] X2 f
Sleckverbinder Steckverbinder

Abb. 1



3.3.2. AdreBcodierung

Die 16 AdreBleitungen werden auf der Speichersteckelnheit wie folgt verwendet:
ABO ... AB9 - interne Chipadressierung £ 1 K Bit

AB10, AB1 - Auswshl einer der 4 1 K-Blécke auf der STE

AB12 ... AB15 - Auswahl der STE enteprechend der vorgegebenen Adregsenzuordnung

Programmiervorschrift -

thher 4 Codierbriicken X8:1 ... 4, X9:1 ... 4 ‘wird dem Speichermodul ein wihlbarer zusam-
menhéngender AdreBbereich von 4 K-Adressen zugeordnet.

Die programmierte Auswahleinrichtung erhdlt in binkrer Verachliisselung die Anfangeadresse
des gewiinschten AdreBbereiches. Es ergibt sich eins durch 4 K teilhare Adresse.

Tabelle zur Codierung der Anfanggadresse

Codisrbriicken
AdreBbereich [XB:4 - X9:4 X8:3 - X9:3 [ X8:2 ~ X9:2 | XB:1 - X9:1

0000 -~ OFFF - - - -
1000 -~ 1FFF - - - Briicks
2000 ~ 2¥FF - - Briicke -
3000 - 3FFF ) - - Briicke Briicke
4000 - AFFF L= Briicke - -
FOOO FYFF Briicke Briicke Briicke Briicke
den Briicken.

sind folgende A A a a
Wertigkeiten - 32 K £ 16 K 8 K 24K

zugeordnet:

Beispielsweise entspricht die Codierung aller 4 Briicken einer Speicheranfangsadresse
dieger STE von ;
) 32 K+ 16 E+ 8K + 4 K = 60K,

d. h. dle Anfangsadresse dieser STE ist das 60, K £ FOOOy.

3.3.3, Auswahl des Speichersperrsignals MEMDI

Wickelbriicken
| X6:1 - XT:1 |§6:2 - X7:2 } X633 ~ XT7:3

VEMDY (X1:B09) Briicke - -
TEMDIT (X2:421) - . Briicke -
YEWDIZ (X2:B21) - - Brilcke

Bei Bestiickung mit Schaltern entspricht "Brilcke" dem geschlossenen Schalter.

3- 3 . 4 . “WAIT"—Bildung

Von der Zugriffszeit der aufgerufenen Speicherschaltkreise héngt es ab, ob wihrend des
Befehlszyklusses im K 2526 eine Zeltverléngerung durch das Steuersignal "WAIT" vorge-
nommen werden mufl.

8



Piir den allgeﬁeinen Anwendungsfall gilt folgende Codierung:

- "WAIT"-Bildung im M1-Zyklus: Briicke X10:3 - X11:3 offen
- Unterdriickung der "WAIT"-Bildung: Briicke X10:3 - X11:3 geschlossen

3.3.5. Betriebsspannungszufifhrung 5 PG

Inm Normalfell werden die RAM-Bausteine ilber die Betriebespannung 5 PG versorgt. In Son-
derfillen, wo die Anschlilese 5 PG auf dem Bus nicht belegt sind, kann die Spannung 5 PG
steckelnheitenseitig durch Briickung der Wickelstifte X10:2 - X11:2 mit 5 P verbunden
warden. ' A

3.4. Punkticnsbeachreibung

3.4.1. Verwendungszweck

Der OPS K 3520 wird im Erzeugnisprogramm "Dezentrale Datentechnik" als Operativapeicher
{statischer Schreib-Lese-~Speicher) eingesetzt.

3i4.2. Funktion -

Auf der Steckeinheit befinden sich die Funktionsgruppen:

- Speicher-Matrix

- Ein- und Ausgabepuffer

— Auswahlelektronik

- Steuerslektronik

Die Wirkungswelse der Schaltung ist im Blockschaltbild Abb. 2 dargestellt,

Die Speichermatrix besteht aus 4 Gruppen zu Jje 8 Speicherchips Q 240. Jedes Chip enthdlt
1 K Bit., Eine Gruppe von 8 Chips bildet einen Speicherbereich von 1 K Byte.

Jede der 4 vorhandenen Bldcke wird durch ein gesondertes UE-Signel aktiviert.

Alle 10 AdreBelngidnge der Speicherchips und der Steuereingang WE (Schrelb-Lese-Steuerung)
#ind miteinander verbunden und werden iiber Schottky-TTL-Pufferschaltkreise SE12 (A2/3/4)
gespeist. )

Bel den Datenausgangs- und -eingangsleitungen sind jeweils die gleichen Bits der 4 Spei-
cherbléicke parallel geschaltet und mit bidirektional arbeitenden Datenpufferschaltkreisen
SB16 (A5/14) verbunden, die die Verbindung mit dem Systembus herstellen. Iet die STE
nicht angesteuert, sind die Datenpuffer hochohmig und belasten nicht den Syapembus.

Die ebenfalls iiber SE12 verstiérkien AdreBsignale AB10 und 4B11 (A43) werden im 1 aus 8-
Decoder SEO5 (A9) decodiert und hilden eins der 4 Speicheransteuersignale TET ... UEJ,
wenn gleichzeitig MREQ = low anliegt, NENDI = high ist und die AdreBsignale AB12 ... ABi5
entsprechend der Anfangscodierung der Wickelbrlicken ausgewshlt wurde, Die Steckeinheit
wird angesprochen, wenn alle 4 Einginge der Auswerteschaltung, die den umgeschliisselten
Adrefbits AB12 ,.. AB15 enteprechen, den Pegel high besitzen. A7/8 = 0 ist das Freigabe-
glgnel fir den 1 sus 8-Decoder A9 und gibt das 4er-Nand A7/6 frei, das UB der Ausgabe-
puffer bildet.

Die AdreBdecddierung erfolgt durch den Exklusiv-Oder-Baustein PS86 (A6) in Verbindung mit
der programmierten Anfengsadressierung durch das Programmierfeld X8-X9., Ein geschlossener
Schalter bzw, eine Briicke schaltet das Potential low auf den Eingang des PS86,



ABO..39
ABO... 15 AB 10,11
WR
WR_ : [ 1
5T . : Komperator -
RD Eingangs- schaltung - CET
} Seerrsignal |
MREQ puffer _—J—— EE7 speicher-
. BF3H ¥ Block- ' anord -
f
RESH____ [ Tur auswahl — nung
| Adresse T3]
1 bx 1k Byte
FEmDiz | und - (4x8Chip)
—0 | CEG
MEMDIT |Steuer- .
—_° 5 AB12...15 .
A , srgnale T—T’“" Steuerelek -
MRE :
m trork und ¢
EFSn Adressenum-| Datenpuffer
schiuniler - B
} | DATEN
progr. STE - 080..7
Anfangsadr. : .
— RD ' '
L E— 1
: i .
—et  WAIT - WATT
TAKT - , _
—_— TAKT .1 Bgildung -
] iEl
Auswahl -
einrichtung | _ iED
BAC
_iET-
iED7
Abb. 2

Blockschaltbild K 3520
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Das Preigabesignal, was die Bildung der TET ... UEZ-Signale freigibt, aktiviert also
gleichzeitig auch die Datenausgangsverstirker zum Datentransfer iliber den Systembus.

RD steuert dabei die Wirkungerichtung dieser Puffer. Uber A7/6 wird auch das Steuersignal
BDY gebildet und die Blockierung der "WAIT"-Bildung-Funktionsgruppe aufgehoben, wenn die
Briicke X10:3 - X11:3 nicht gewickelt ist, WAIT wird von einer Schiebekeite von 2 D-Flip-
Flops durch die Signale MT und TAKT gebildet. WATT und KDY werden iber Open-Kollektor-
Baustufen auf den Systembus gefiihrt.

Die Signale zur Durchschaltung der Priorifatenkette fir die Interruptbearbeitung und fiir
die Busherrschaft im Systembus TEY, TEU und BAT, BAD sowie TETT, TEOT sind auf der Spei-
chersteckeinheit jeweils miteinander gebrilckt.

Umn bei Netzausfall einen Datenerhalt der Speicherschaltkreise zu erméglichen {durch eine
externe Stiitzung der Betriebespannung), ist die Stromversorgung der STE in zwei Kreise
aufgeteilt. . _

Die Speicherchips werden Uber die Klemmen 5 PG gespelist. Die gespeicherten Informationen
bleiben erhalten, wenn im Ruhestend des Speichers die Spannung 5 PG auf eine Schlafspan-
nung von minimal 2 V‘ahgesenkt wird.Die Spannung 5 P filr die Puffer-, Auswshl- und Steu-
ergchaltkreise kann dabei abgeschaltet sein.

Damit beim Zu~ und Abschaltvorgang der Spannung 5 PG keine undefinierten Ansteuerbedin-
gungen am Speicher wirksam werden k8nnen, die zum Datenverlust oder Datenverfdlschen
filhren, werden die UE-Signale konjunktiv mit einem internen Speichersperrsignal ver-
kniipft, Dieses Sperrsignasl, gebildet in der Komperatorschaltung (V5/Vi1), wird low, =o-
beld die Betriebsspannung 5 P die untere Toleranzgrenze unterschreitet. Damit ist sicher-
gestellt, daB der Treiber PS26 (A11) dann kein aktivierendes Ansteuersignal fiir die Spei-
cher sussenden kann.

Die Briicke X12-X13 muB geschlossen sein.

Uver die mit der Spannung 5 PGI verbundenen Arbeitswiderstinde der Open-Kollektorfirei—
berbaustufen wird auch im Schlafzustand der erforderliche high-Fegel ém TE-Eingeng der
Spelcherchips aufrechterhalten.

Stiitz~ und Siebkondensatoren in der Leitungsfiihrung der Betriebsspannungen 5 P und 5 PG
verhindern kurz-— und lengfristige Sttrungen. ‘

11



4. Operativspeicher OPS K 3521

4,1. Kurzcharskteristik

Im Schreib-Lese-Speicher (Operativepeicher) OPS K 3521 werden whhrend des Programmab-
1gufe im Mikrorechner K 1520 varimble Daten gespeichert. Im Gegensatz zum OFS K 3520
bleiben die Daten such nach einer zwischenzeitlichen Programmunterbrechung durch Netz-
abgchaltung sm Rechner fir aine vorgegebene Heltezeit fiir die weitere Programmabarbei-
tung erhalten.

Der OPS K 3521 besteht aus dem STE—Typ 012- 7012 mit indirektem Steckverbinder. Er iet
ein 4 K Byte statischer Halbleiterspeicher, bestiickt wmit CMOS-Bausteinen und den zur
Entkopplung, Auswahl und Ansteuerung erforderlichen bipolaren Schaltkreisen.
Zushtzlich befindet sich auf der STE die zur- Stlitzung der Speicherbetriebsspannung ge-
htrende Logik einschlieBlich der Stiltzspannungsquelle. '

4.2. Technigche Ddten

Speiéherkapazitﬁt: : ' 4 K Byte
Speicherschaltkreistyp: . @ 270 bei STE 012- 7012 (pinkompatibel)
: Q 271 bei STE 012~7131 (nicht plnkompatibel)
1 K x 1 Bit; CMOSB

Zugriffezeit: " 2°530 ns

Betriebegart: . ’ "Lesen" und "Schreiben" als abgeschlossene
Zyklen in beliehiger Reihenfolge.

Datenerhalt: Durch gepufferte NK-Akkumulatoren, die sich auf

der STE befinden, wird bei Netzausfall die Be-
triebsspannung fir die Spelcherschaltkreise ge-

stiltzt.
‘ Datenhaltezeit Z 200 Stunden
Stlitzepannungsquelle: : Reihenschaltung von 3 NE-Knopfzellen mit je

1,2 V und 0,225 Ah Typ KBL 0,225 vom VEB GLZ
nach TGL 22807
- Stromversorgung: S P=5VEs5 % 50,64
' ' ' fiir Steuverselektronik und Pufferschaltkrelaa
5P¢ =5V E5%, s 40 mA
filr Speicherscheltkreise und Akkuladestrom

12M=26v~j;§§,5'10m

Wechselspannung zur Erzeugung der Hilfsspannung
fiir die Batteriespannungsiiberwachungsechaltung.
Sie muB mind, 200 me vor dem Zuschalten der
\ Systemspannungen 5 P und 5 PG anliegen.

Stiitzepannungsiiberwachung: Vor dem Zuschalten der Systemspannungen bewertet
eine Kontrollschaltung den Spannungszuatand der
Batterie und speichert das Ergebnis ab,
Im Betriebszustand kenn die Aussage
- Stiitzapannung war grifer als die minimale
- Stiitzspannung war gleich Schlafqupnung der
- Stlitzepannung war kleiner| Speicherschaltkreise
angezeigt werden (V9) oder logisch auf den Bus
susgewertet werden - iiber das Steuersignal SUE.
LED-Anzeige ein bzw. BUE = low £ der Aussage:
Datenerhalt war gesichert.
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4.3. Einaatzbedingungen fiir den 3tilitz-Akkumulastor

Die NE-EKnopfzellen werden in Einzelgehiusen gehaltert, die an der Griffseite der STE an-
geordnet sind. Das Wechseln der Knopfzellen ist im gestreckten Zustand der STE mbglich
und kann auch im Betriebszustand des Rechners erfolgen.

.Wghrend der Lagerung und des Transportes sind die Knopfzellen auf der STE nicht zu be-
gtilcken, Es wird davon susgegangen, dal bei einer Reubestiickung grunds#tzlich geladene
Zellen zum Einsatz kommen. Im Betriebszustand werden die Zellen mit einem mittleren La-
destrom von 5 mA geladen (stdndige Pufferung). Dieser Strom fithrt auch bei Grenztempera-
turen nicht zu Uberladungserscheinungen an den Zellen. Der maximal vorkommende Entlade-
strom bei abgeechaltetem Rechner betriagt 500 pA.-Der reale Wert hingt von den konkreten
Typen und der Qualitédt der CMOS~Scheltkreise ab und kann zwischern wenigen pA bis zu

500 pA bei 5 V Betriebsspannung streuen. Aus diesen Vorgaben ergibt sich als Richtwert,
daB der Ladezustand der Zellen erhalten wird, wenn die Ladezeit allgemein ein Siebentel
der Entladezeit betrigt.

Die Lebenedauer der Akkus wird durch die nutzbare mah-Kapazitdt der Zellen bestlmmtn
Angaben dazu sind in der Einsatzvorschrift des Akkuherstellers swnd in der TGL 22807"
festgelegt. Da die Einsatztemperatur im K 1520 bis zu 60 °¢ betragen kann, entstehen
hohe Belastungen fiir die NK-Elemente, Temperagturen iiber 35 ®C bewirken zunehmende
chemische Umsetﬁungen der aktiven Masse, die die Kapazifﬁt und damit die Lebensdauer
erheblich reduzieren. Es gelten dsher laut Qualitdtesvereinbarung folgende zusitzliche
Einsatzbedlngungen. '

Erfolgt der Betrieb der Zellen im Temperaturbereich bis 40 °C bei zusitzlich insgésamt
einer Woche Spitzentempersaturen bis 60 DC, go ergibt sich eine garantierte Lebensdauver
der'Zellep von einem Jahr, wobei die Lebensdauergrenze bel einer nutzbaren Kapazitiét

von 100 mAh definiert ist. Besteht die Grenztemperatur von &0 ®C iiber einen langen Zeit-
rgum, so verringert sich die definierte Lebensdauer suf 3 Monate.

Aus diesen Garantiewerten ist abzuleiten, daf die Zellen bei Erreichen der angegebenen
100 mAh-Grenze suszuwechseln sind, wenn eine Datenhaltezeit von & 200 Stunden sicher
gowdhrleistel werden mull. -

Reduziert man die Anforderungen an die langen Datenhaltezeiten, so lassen sich die Zellen
noch nutzen, wenn die Kapazitdt von 100 mAh unterschritten ist. Die reale thermische Be-
lastung iiber die Zelt ist aber in der Praxis schwer erfaBbar, so daB der Kapazitdtszu-
stand der Zellen nicht exakt vorhersagbar ist. Ein Gkonomischer Einsatz der Zellen wird
ermbglicht, wenn im Betrieb unter konkreten Einsatzbedlngungen im Endprodukt praktische
Worte fiir den Akkutausch abgeleistet werden.

Als Kriterium fiir die nutzhbare Grenzkapazitdt und den dabei erreichbaren Ladezustand kann
die Anzeige der Batteriespannungsiiberwachungsschaltung genutzt werdeh. Wird im Zustand
dee Datenerhalts die Batteriespannuag auf der STE wiederholt gemessen und sinkt bei Ein-
heltung normaler Lade- und Entladezyklen unter 3,2 V, dann gind die Zellen auszutauschen.

Neben den zus#tzlichen, bereits erwdhnten, Qualitdtsvereinbarungen bei Temperaturen iiber
35 OG, gelten die Festlegungen der TGL 22807 und dis Behandlungsvorschrift des Akkuher-
gtellers Uber Lagerung und Einsatz der Zellen. - ‘

Ist im Rechner eine Totalentladung von Zellen aufgetreten, sind diese auBerhalb des
Rechners mittels Ladegertit nach Vorschrift des Herstellers zu laden. Der Ladezustand bel
der Lagerung von Zellen iet durch regelmifBige Erhaltungsladungen zu sichern., Bine Ladung
von vollst#dndig entladensn Zellen suf der STE mit dem geringen Sirom von ca. 5 mi4 fiihrt
nicht zur vollen Ausnutzung der Nennkapazitdt der Zellen.

Eine Lagerung von entladenen Zellen ist bis zu einer lagerzeit von einem Jahr ohne Ein-
schrinkung der elektrischen Parameter mbgligh, wenn dle Umgebungstemperatur- 20 % £ 5 %
und die relative Luftfeuchte 60 % ¥ 15 % eingehalten werden. Danach miissen sie unbedingt
mittels Ladegerdt 2 bis 3 mal mit Fennstrdmen geladen und entladen werden, bevor sie im
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Rechner eingesetzt werden kinnen.

Khopfzellen anderer Hersteller mit vergleichbaren elektrischen und konstruktiven Daten
ktnnen eingesetzt werden, wenn die Behandlungsvorschriften dieser Erzeugnisse entspre-
chendé Beachtung finden. Es kénnen sich dabei Einachrénkungen in den technischen Daten.
der Speicher-STE bezilglich Einsatzbedingungen und Datenhaltezeit ergeben.

4.4, Programmierung der Steckeinhelt

Die Programmierung erfolgt analog der Speichersteckeinheit 0P8 K 3520 (siehe Punkt 3.3.).

4.5, Funktionsbeaqgreibﬁgg

4.5.1, Verwendung

Der OPS K 3521 wird im Erzeugnisprogramm "Dezentrale Datentechnik" -als Qperativapeicher
{statischer Schreib~Lese-~Speicher) eingesetzt, dessen Daten guch bei Systemspannungsab-
sohaltung iiber eine gewisse Haltezeit gesichert werden.

4.5.2. Funktion

" Die Grundschaltung‘dea OPS K 3521 entspricht der des OPS K 3520 (siehe Punkt 3ede2:)e
Er ist nur nicht fiir eine externe Stiftzung der Betriebsspannung fiir die Speicherschalt-
kreise vorgesehen.

Da unterschiedliche CMOS-RAM~Schaltkreise zum Einmatz kommen, gibt es 4 STE-Typen mit
gleicher logischer Schaltung:

- STE 012-7012, 012-T7017, RAM pinkompatibél zum U 202
- STE 012-7131, 012-7136, RAM nicht pinkompatibel zum U 202

Die STE beinhaltet die Funktionégruppen:

- Speichermatrix
-~ Ein~- und Ausgabepuffer
- Auswahl- und Steuerelektronik

Sie sind mit denen des O0PS K 3520 weitgehend identisch und werden hier nicht beschrieben,
Aus dem Blockschaltbild zum OPS K 3521 sind die filr den CMOS-Speicher zus#tzlichen
Schaltteile ersichtlich. L ;

Im Betriebszustand wird die Speichermatrix von & P¢ {iber Pufferschaltung mit der Be-
triebgapannung 5 PGI versorgt. -Eine 3etriebsspannung.von 5 PGI-ist auch bei den RAM-
Bausteinen erforderlich. Diese Spannung bewirkt die Ladung der Stiitzbatterien G1 ...

@3, wobei der Vorwiderstand (R26) den Ladestrom auf ca. 5 mA begrenzt. '

Die Pufferschaltung, bestehend aus den Transistorschaltungsn v6, V10, blockt bei Ausfall
der Systemspannungen (5 P und 5 PG) die Batteriespannung vom Eingang ab, damit keine Aus-
gleichatrime flieBen kdnnen.

Der Kondensator ¢4 verhindert beim Zu~ und Abschalten der Systemspannungen grdfere Span-
nungseinbriiche {dynamischer Stromanstieg Uber den RAM-Bsusteinen beim Zu-und Abschelten).
Gleichzeitig werden Prellerscheinungen bei der Kontaktierung der Knopfzellen unterdriickt
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(G5:1 ... 05:16), Die Spamnung der Stiltzakkus kann im vollgeladenen Zustand ca. 4,1 V
betragen. Wird die Spannung < 3 V, liegt der Entladezuatend vor. Der Nennwert der Bat-
teriespannung betrigt ca. 3,6 V.

Die um den Spannungsabfall iiber dem Vorwiderstand R26 verringsrte Spannung 5 PGI liagt
an den Speicherschaltkreisen an. Es ist die Schlafspannung der OMOS-RAM-Bausteine (bei
Q 271 < 2 V), Sie bewirkt, daB Entladestrime von % 500 pA flieBen,

Bei kleineren Schlafspannungen ale im Datenblatt angegeben, tritt ein Datenverlust im
Speicher ein.

Die nachfolgende Batteriespannungsuberwachungaschaltung bewertet den Pegel der Spannung
5 PGI, um den Datenerhalt zu sichern, bevor die eigentlichen Systemspannungen 5 F und

5 PG zugeschaltet werden. _

Das Prinzip diessr Schaltung ist aus dem Blockschaltbild ersichtlich.

Am Widerstand R19 wird die erforderliche Referenzspannung eingestellt. Am Eingang 05 des
Operationsverstérkers MAA 741 liegt die zu Uiberwachende Batteriespannung des Akkus, Dex
A16 iat so dimensioniert, daB beil einem Absinken der Batteriespannung unter 2 V die
Leuchtdiode V9 verlischt (416/10 wird low). Gleichzeitig geht das Steuersignal SUE suf
low A15/03; A12/11 und ist am Koppelbus X2:B22 suswertbar.

Es gilt:
- BUE = high
LED-Anzeige V9 leuchtet: 5 PGI 2 minimale Schlafspannung
: Datenerhalt ist gesichert
-SUE=10W -

LED-Anzeige V9 leuchtet nicht: 5 PGI < minimale Schlafspannung bzw.Akkus gind
nicht bestiickt
. Datenerhalt ist nicht garantiert

Der FP-Speicherkreis ist so -dimensioniert, daB eine Abspeicherung der Vergleicheraussage
urmittelbar nach der Einechaltflanke der Hilfsspannung 5 PH erfolgi. Zu diesem Zeitpunkt
diirfen die Systemepannungen 5 P und 5 PG nicht anliegen, da sie zu einer Beeinflussung
der Stiitzspannung :uhren. Ein aufiretendes Signal "low" an der Vergleicherbmustufe atellt
jederzeit das PP in den Fehlerzustand, '
Die fiir die Funktion dieser Schaltung exrforderlichen Hilfespannungen 5 PH und 5 NH werden
aurch eine schnelle Gleichrichtung sus einer voreilenden Wechselspannung von 26 Y, gewon~
nen. Filr eine sichere Bewertung der Stiitzspannung muB die Wechselspannung mind, 200 ma
vor den Systeﬁspannungen anliegen.
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5. Operativepeicher OPS K 3525

5.1, Kuracharakteristik

Mit dem Schreib-Leae-Speicher (Operativapeicher) OPS K 3525 werden variamble Daten wihrend
des Programmablaufs im Mikrorechner K 1520 gespeichert.

Aufgrund des hohen Integrationsgrades der verwendeten Speicherachaltkreise Q 250 kinnen
rdumlich kleine und blllige Speicher aufgebsut werden.

Verwendung findet der Steckeinheltentyp 012-7121 mit indirektem Steckverbinder. Auf der
STE befindet sich ein 16 K Byte groBer dynamischer Halbleiterspeicher mit 4 K x 1 Bit-

nMOS~Speicherschaltkreisen,

Auflerdem enthdlt die STE folgende Funktionpgruppen:

- Ein- und Ausgabepuffer
- Auswahlelektronik
- Ansteuverelektronik

5.2. Technische Daten

Speicherkapazitét:

' Speicherschaltkreistyp:

Zugriffszeit: -
Betriebsarten:

Datenerhalt:

Stromversorgungs:

16 K Byte

(Matrix von 4 x 8 Speicherchips vorgesehene Ab-
riijstvarianten: 8 K und 12 X Byte -

Q 250

4 X x 1 Bit; nMOS

S 350 ns

"Lesen" oder "Schrelben" als abgeschlossene
Zyklen in beliebiger Reihenfolge. - '
Eine statische Ansteuerung des Speichers lber
einen Zeitraum > 4 ps ist nicht zuléssig.

Bei Abschaltung der Betriebsspannung geht die
Information verloren. '

Aller 3 2 ms muB durch eine spezielle Refresh-
Steuerung die Speicherzelle regeneriert werden.
Diese Steuerung iibernimmt die ZVE des MR K 2526.
5P +5ViIsg, 0,624 : :
12P: +12V 54, 20,554

5Nt -5V%5%, S50 pa

Der Strombedsrf bei 12 P lst sehr stark von der
Betriebsart des Speichers abhingig. Der 0. g.
Wert ergibt sich im Halt=Zustand des MR.

Piir des Speicherbaunelement ist vom Herateller
vorgéachrieben, daf dle Spannung an jedem Pin,
bezogen auf die Betriehsépannung 5 N, stets
poBitiver als - 0,3 V bleiben muB. Das ist nur
gowihrleistet, wenn bei Anlegen der Spannungen
12 Pund 5 P unbedingt die 5 N am Baustein
wirksam ist.

Aufgrund dieser Vorgaben wird fir die STE eine
Reihenfolge der Spannungaszu- und -abschaltungs

5N -5P~ 12 P und eine Ausfalliiberwachung bel

12 P und 5 P vorgeschrieben,
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5.3, Programnpierunsg der Steckeinheit

5.3.1. Programmisrfelder der STE

Die Frogrammierfelder kotnnen als Wickelstifipasare oder zum Teil auch als Mikroschalter
aupgefiihrt sein. Entsprechend der Zuordiung der Wickelstiftpamare miissen Briicken gewickelt
werden, Die entesprechende Belegung auf der STE ist aus Abb. 4 ersichtlich.

X8 X8

oo oRS -~ K 3525

olo - Bestidckungsseite -

020 .
oto -

0 00
X10 XH X1z
X6 x7

oje
ozo
010
X Xz
Steckverbinder Steckverbinder
Abb. 4

5,3.2. Adressenzuordnung

Die 16 AdreBaignele werden wie folgt verwendet:

ABO ... AB11 - interne Chipadressierung

AB12, AB13 ~ Auswahl' einer der vier 4 K-Blocke guf der STE in Abh#ngigkeit von der
Adressenzuordnung'der STE

AB14, AB1S - Auswahl der STE in Abhidngigkeit der programmierten Adressierung durch
A8:3;4 - X9:3;4 (Anfengeadresse des Speicherbereiches der STE)

Féstlegung der Anfangsadresse der STE:

flber die 4 Wickelbrilcken {bzw. Schalter) X8:1 ... X8:4; X9:1 ... X9:4 wird der STE OPS
K 3525 ein wihlbarer zusammenhéngender AdreBbereich von 16 K Byte zugeordnet.

Mit dem Programmierfeld kann in bindrer Verschlilsselung die Anfangsadresse des gewlinsch-
ten AdreBbereiches festgelegt werden. Diese Adresse ist ein ganzzshliges Vielfaches von
4 K. : :

Adrefibereich Wickelbriicken

X8:4 ~ X9:4 ['X8:3 - X9:3 | X8:2 - X9:2 [ X8:1 - X9:1
0000 -~ 3FFF - - . - _ -
1000 - 4FFF - ) - - Briicke
2000 - SFFF - - f Briicke -
3000 - 6FFF - - Briicke Briicke
4000 - TFFF - Briicke - ) -
CoQC - FFFF Briicke Briicke - - -
Adressenzu- . . .
ordnung bei 2 32K 216 K 28K 4 4K
beschalteter
Briicke : .
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53«3« Auswahl des Speichersperrsignals MEMDT

Wickelbriicken
Signal ‘ X631 ~ X7:1 | X6:2 - X7:2 | X613 ~ X7:3
MEMDI {X1:B09) Briicke - -
MEMDI1 (X2:421) - Briicke -
MEMDIZ (X2:B21) - - Briicke

5¢3.4. Bildung von "WAIT

Von der Zugriffezeit der asufgerufenen Speicherschaltkreise héngt es ab, ob wihrend des
Befehlszyklus im MR K 2526 ein "WALT"-Zyklus durch das Steuersignal WAIT = 0 angefordert
werden mufl. : .

Fiir den allgemeinen Anwendungefall kann die Einstellung wie folgt vorgenommen werden:

- Bildung wvon “WAIT" im Mi~ZykIus: Briicke X10-X11 geschlossgen
Briicke X11-X12 offen

= keine "WAIT"-Bildung: Briicke X11-X12 geschloassgen
Briicke X10-X11 offen

S5.4. Funktionsbeschreibung

S5e4.1, Verwendungszweck

Der OPS K 3525 wird im Erzeugnisprogramm "Dezentrale Datentechnik" mls Operativspeicher
{dynamischer Schreib-Lese~Speicher) eingesetzt. Wit Hilfe der verwendeten Speicherbau-
gteine sind billigere und kapazit#tsméBig groBe Operativepeicher im Mikrorechner reali-
sierbar. S

¢

5 0-4.2' Funktion

Auf der Speichersteckeinheit befinden sich folgende Funktionsgruppen:
- Schreib~ und Leseansteuerung

- Auswahlelektronik

- Ein- und Ausgabepuffer

FEine eigene Regenerierungssteuerung, die bel Verwendung von dynamischen RAM-Schaltkrei-
gen erforderlich ist, ist auf der Speichersteckeinheit nicht vorhanden.

Das Auffrischen der Speicherinhalte muB durch &ine geeignete "Refresh"-Ansteuerung von
auBen erfolgen; iber die AdreBleitungen ABO ... AB6 und das Signal FFBH aktiv low (iiber
den Bus). Die Wirkungewsise der Schaltung geht aus dem Blockschalfbild {Abb. 5) hervor,

Der Speicher'besteht aue 4 x 8 Speicherbausteinen @ 250, die eine Kapazitét von 4 x 4 K
Byte 2 16 K Byte ergeben. Die AdreBsignale ABO ... AB11 und das Schreibsteuersignal s
sind durch Schottky-TTL-Pufferschaltkreise SE12 (A3/4/2) vom Bus entkoppelt. Die Signale
1iegen parallel an allen Speicherbausteinen.

Die AdreBleitungen wihlen beim Aufruf Speicherzugriff die enteprechend adressierte Spei-
cherzelle (8 Bit Aufrufbreite) zum Beschreiben oder Lesen aus oder sie adressieren beim
Auffrischaufruf eine Zeils von 64 Speicherzellen in jedem Baustein. Bei diesem "RFSH"-
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Blockschaltbild K 3525

ABO...15 ABO... 11
wWR WR 3
5 WRA AL
- Fﬁvgrnnvn I Ce1 |
MREQ | Eingangs- STE - Adr. ABIZK eicher-
AB1IK CE2 Sper
RFSH puffer | acressen-] [Btock- i — ] anord -
fur schiafller ousw. reiber P—L. nung
A
MEMDIs | Adresse 2 } | CES 4k Byte
(4«8 Chip)
mEMDIT | une | Steuer- h ~1CE4 R
""'—"'QMEMDI O Steuer - elektronik cs DI DO
———0 . MEMDI t
signale l
.
B5 3 Daten-~ |Daten
i puffer |bB0D.7
< W.:
R WAIT
M1 = o
— ™ M WAIT - IE1
TAKT Bilaung -
TAKT|.
EEE—— {ED
IETT
Auswahl -
einr'ichtung IEOT
BAI
8AD
Abb, 5



Aufruf werden alle 4 Blécke (4 x 4 K Byte) iiber den CE-Treiber 45/6 (2-fach TTL-NOS-
Treiber) gleichzeitig angesteusrt. .

Die Auswahl der 4 Speicherblicke beim Schreib-/Leseaufruf erfolgt iiber einen 1 aus 8-~
Decoder SE05 (A10) durch Bildung TET ... CEZ-Signals in Abhingigkeit von den unge-
schliisselten AdreBbits AB12K und AB13K,

Die Ansteuerbedingungen sind:

- Schreib-/Leseaufruf: WREW . MEMDI . RFSH
- Auffrischaufruf: FFSH . IREG

Wahrend des Auffrischzyklus werden iiber A8/12 durch das Signal FFEH = low die UE-Ein~
ginge der Speicherbausteine auf "high" geschaltet. Damit bleiben die Datenausgénge hoch-
ohmig und es tritt{ ausgangsseitig keine Beeinflussung durch die anagewdhlte STE suf,
Uber den 1 aus 8-Decoder A10 und dem speziellen UE-Treiber P361 45/6 werden die entspre-
chenden Bldcke auf der Speichermatrix angewdhlt. Sobald ein CE-Signal inm Sphreib- bzw.
Leseaufruf gebildet wird, werden auch die bidirektional arbeitenden Datentreiber SEt6
AT und 411 aktiviert (UF A47/411 iiber A9-48/02). :

Das Steuersignal KD steuert dabei die Datenflulirichtung dieser Datentreiber. Beim Legen
ist RD = low und die Daten sind vom Speicher auf den Bus geschaltet.

Da 2wischen Datenein- und Datensuggang der Speicherelemente ein Polaritétswechsel vor-
liegt, miissen die Daten vor dem Einachreiben negiert werden (48, A12).

Glelchzeitig mit der Bildung des Signals TS fiir die Datentreiber wird iiber die Open-
Kollektor-Baugtufe A15 dasKSignal EDY = low gebildet und die "WAIT"—Bildung an Eingang
R des FF A14 freigegeben, gofern die Briicke X11-X12 nicht geschlossen ist (vergleiche
Punkt 2.3.4.).

Bei Speicherelementen mit hoher Zugriffszeit kann beim Befehlslesen somit eine Zyklug-
verléngerung durch einen "WAIT"-Takt eingeschoben werden.

Gebildet wird WAIT iiber die beiden FF A14, gesteuert durch die Signale TAKT und T,
Durch diese Schiebekette ist das Signal WAIT sclange low, wie zur Einblendung eines TW-
Taktes durch die ZRE ndtig ist. Durch eine Open-Kollektor-Stufe 415/06 ist das Siganl
auf den Bus geschaltet.

Die AdreBbits AB12 ... AB15, die auf der STE die Blockauswahl vornahmen, werden in Ab-
héngigkeit der Programmierung der Anfangsadressierung durch die Briicken X9:1 ... X9:4;
X10:1 ... X10:4 zur internen Adresse AB12K ... AB15K durch den Adderbaustein 413 umge-
rechnet. Die Funktionsweise dieses Adderbausteins T 183 ist aus Punkt 6.4,2.2, zu ersehen.
Das Freigabesignal fir den 1 aus B-Decoder A10 wird nur gebildet, wenn die AdreBbits
AB14K und AB15K O-Potential besitzen. Dann adressieren die Bit AB12K undé AB13K die
Speicherblfcke der STE.

Die PrioritHdtenketten BAl; Bao

TIET; TED
TETT; TEOT sind auf der Steckeinheit nur gebrilckt.

Kurz- und langseltlge Stérungen auf der Betriebsspaninung werden durch Sieb- und Stiitz-

kondensatoren gesiehbt.

Beachte!

Aufgrund der spezifischen dynamischen Eigenschaften der dynamischen RAM-Bausteine (Stér-
beeinfluasung) ist die Speichersteckeinheit K 3525 in der Nihe der ZRE und in Systemen
mit Buserweiterung mittels Busverstirker BVE im Prim#rbus anzuordnen.
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6. Programmierbarer Festwertspeicher FFS K 3820

6.1. Kurzcharakteristik

Mit Hilfe des programmierbaren Festwertapeichera FFS K 3820 ist es mbglich, nicht variab-
le Daten (Pestdaten) zu speichern. Ein Datenerhelt ist auch nach ibschaltung bzw. Ausfall
der Betriebsspannungen gewihrleistet. Auf der STE (Typ 012~7041) befindet sich ein 16 K-
Byte groler programmierbarer Festwertspelcher (EPROM-Speicher) mit den Punktionsgruppen:

- Entkopplung (Ein-~ und Ausgabepuffer)
- zur Auswahl und Ansteuerung dexr Spelcherbauelemente.

Die EFPROM~Speicherchips sind lber 24~-polige DIL-~Steckfassungen auf der Steckeinheit kon-
taktiert. Das Programmieren der EPROM-~Schaltkreise erfolgt auBerhalb der STE suf einem
EPROM-~Programmiergerdt., Eine Anderung der gespeicherten Leseinforamtionen ist nur mittels
Programmisrgerit moglich.

6.2. Technische Daten

Speicherkapazitiits 16 K Byte (Anordnung von 16 Speicherchips)
Speicheféchaltkraistyp: Q 260

h 1 K x 8 Bit; nioS .
Zugriftozeits: % 350 ns
Betriebsart: - "Leasen" mals abgeschlossener Zyklus (Prograﬁhieren

und Ldschen der Speicherbauelemente ist nur extern
mit Programmiergertt moglich).

Datenerhalt: Iat auch nach Abschaltung bzw, Ausfall der Betriebs-
gpannung gewthrleistet.
Stromversorgung:. 5P= 5VIs5g, s 0,9 4
. 5N=-57V f 5%, $0,5 4

12 P= 12V =5%, 30,94

Beachte!

Die Spannung 5 N darf nicht apdter als 10 ms nach
Zuachalten von 5 P bzw, 12 P ibren Nennwert errei-
chen und hbtchstens 10 me vor Wegfall der 5 P bzw,

12 P abschalten. : -

6.3. Programmierunz der Steckeinheit

6.3.1. Programmierfelder der Steckeinheit

Die Auswahlfelder bestehen aus Wickelstiftpaaren oder Mikroschaltern. Im ersteren Fall
erfolgt die Codierung durch das Wickeln von Briicken,
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Abb, 6

6.3.2. Adressenzuordaung

Die 16 AdreBleitungen des Systembusses haben folgende Zuordnung:

ABO ... AB9 - interne Chipadressierung

AB12 ... AB15 - Durch Umachliisselung wird im Speicher die Adresse AB12K ... AB15K
wirksam, 3ie ergibt sich aus der stellenrichtigen Subtraktion der
im Programmierfeld X8-X9 ausgewidhlten Anfangsadresse der STE und

_  der angelegten Adresse AB12 ... AB15. )

AB10, AB11 - Auswshl einer der 16 1 KByte~Blbcke der STE {(Chipauswshl)

AB14K, AB15K - STE wird ausgewshlt, wenn beide Signale O~Potential besitzen

Featlegung der Anfangsadresse der STE:

Die 4 Wickelbriicken bzw, Schalter erhalten in bin#Hrer Verschliisselung die Anfangsadresse
der STE innerhalb des Gesamtspeichers des MR. Ddie FProgrammierung erfolgt durch entepre-
chende Briicken des Programmierfeldes X8:1 ... X8:4, X9:1 ... X9:4. Diese Adresde ist ein
ganzzahliges Vielfaches von 4 K.

Wickelbriicken
AdreBbereich | XB:4 - X9:4 | XB8:3 -~ X9:3 [ X8:2 - X9:2 | X8:1 - X9:1
0000 - 3FFF - - - -
1000 - 4FFF - - - Briicke
2000 - SFFF - - Briicke -
3000 - 6FFF - - Briicke Briicke
4000 -~ TFF¥ - Briicke - -
G000 - FFFF Brifcke - Briicke_ - -
Wertigkeit .
dexr Wickel~ = 32 K 216 K 28K 2 4K
briicke

6.3.3. Belegung der EPROM-Bauelemente suf der STE

Die pfogrammierten EPROM-Bauelemente befinden sich auf DIL-Steckfassungen. Die Belegung
geht aus Abb. 7 hervor, Es ist aber zu beachten, daB die in der Abbildung genannten
Adressen relativ zur programmierten Anfengsedresse der STE zu werten sind.
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JFFF

37FF | 3800 - 3BFF | 3000

3000 - 33FF | 3400

2000 - 23FF | 2400 - 27FF | 2800 - 2BFF | 2000 - 2FFF
1000 ~ 13FF | 1400 - 17FF | 1800 - 1BFF | 1000 - 1FFF
0000 - O3FF | 0400 - O7FF | 0800 - OBFF | 0000 -~ OFFF

Abb. 7

60.3.4., Augwahl deg Speichersperrsignals MEMDI

Wickelbriicken
Signal X6:1 — X7:1 | X6:2 - X7:2 | X6:3 - X7:3
MEMDI {X1:B09) Briicke - -
MEMDIt1 (X2:421) - " Briicke -
MEMDIZ (X2/B21) - - " Briicke

Bei Verwendung von Schaltern entspricht "Rriicke™ dem geschlossenen Schalter.

6.3.5, Bildung von "WAIT"

Von der Zugriffszeit der verwendeten Speichérbauelemente hdngt es ab, ob widhrend des Be-
fehlszyklue im MR eine Zeitverldngerung iiber "WAIT" vorgenommen werden mulB.
BEs gilt folgendes:

- Bildung von "WAIT" im M1-Zyklus: Briicke X10-X11 offen
~ keine "WAIT"-Bildung: Briicke X10-X11 geechlossen

6.4, Punktionsbeschreibung

6.4.1. Verwendungezweck

Der PFS8 K 3820 wird im Erzeugnisprogramm "Dezentrale Datentechnik™ als programmierbarer
Festwertespeicher (nur lese-Speicher) eingesetzt und erh#lt feste Programme oder Daten.

6-4—.2. Funktion
6.4.2.1. Funktionsbeschreibung

Auf der Steckeinheit befinden sich folgende Punktionsgruppen:

- Speichermatrix

- Ein- und Ausgabepuffer
-~ Auswahlelekironik

~ Steuerelektronik



Die Wirkungesweise der Schaltung ist aus dem Blockschalibild (Abb. 8) zu ersshen.
Die Spelchermatrix besteht aus 16 Sﬁeioherbauateinen Q 260 zu je 1 K Byte Speicherkapa-
zitdt. o
Dle AdreBeingdnge ABO ... AB9 liegen parallel an allen E:Lngangén der Speicherchips an,
gle werden iber Schottky—TTL—Pufferschaltk- ise SE12 {42/3) verstdrkt. Die Datensusgings
DOO ... DO7 mind sebenfalls parallelgeschaltet und i#lber die Datenpufferschaltkreise SE16 -
€AT/8) muf den Systembus gefithrt. Diese Ausghnge sind “Tri-state"—Auagﬁnge.
Die Auswghl und der Aufruf der 1 K~Speicherbereiche erfolgt iiber 16 U5-Signale. Liegt
ein Spaicheraufruf vor, wird liber zwei 1 aus 8-Decoder SEO5 (A5, A14) eines der 16 TB-
Signale aktiv mit low. Der adressierte Speicherplatz wird gelesen.
Die Umcodierung der iiber den Bus angelegten AdreBbits AB12 .,. 4B15 wird durch den Adder-
bgustein P383 vorgenommen (siehe Punkt 6.4.2.2.)."
Dieger Adderbaustein 41 verknlipft die angeiegte Adresse AB12 .,. AB15 mit der im Auswahl-
fold codierten Bereichaanfangsadresee. Es entstehen am Ausgeng die internen STE-Adressen
AB12E ... AB15K, S
Die AdreBbits AB10, AB11 und die umcodierten Bite AB12K und AB13K (FO/F1) bilden durch
den Decoder SEQOS A5/A14 die Auswahlsignale TBT ... UB16 der Speicherchips, vorausgesetzt,
die Ausgédnge des Adderbausteine AB14K und AB15K (¥2/F3) geben die Decoder ilber dae Nand
412 frei (MENDY und RFSH = high), '
Gleichzeltig wird mit dem Freigabesignal (412/6 = 0) ilber das Nand A12/8 UF = low filr die
Datenpuffer AT/8 gebildet und die Daten aus dem Speicher suf den Bue geschaltet, Das '
Netzwerk fir die Bildung des Steuersignale "WAIT" wird ebenfalls freigegehben (Eingang R
{A10) = high). Ist die Briicke X10-X11 nicht gesetzt, wird aus der mit den Signalén-HT und
TAKT gesteuerte Schiebekette aus 2 FF A10 das WAIT = low aktiv abgeleitet und iiber die
Open~Kollektor~Baustufe A13 auf den Bus geschaltet.
Die Bildung des Signels FDY wird bei den Festwertspeichern vom Datenausgans der Speicher-
chipa abgeleltet. Das hat den Vorteil, daB das Signal neben der Aufrufhestédtigung der STE
auch eine Aussgage tber das hardwaremdBige Vorhandensein des adressierten ROM=-Speicher-
chips bringt. Ausgewertet wird, ob die Datenleitung einen gliltigen Logikpegel hat oder ob
der hochohmige "Tri-state"-Zustand vorliegt. Dazu reicht aus, wenn ein Datenbit durch die
Komperatorschaltung AS10 {A11) bewertet wird. '
Liegt der hochohmige Zustand vor, werden die Spannungspegel an den Eingiingen dea Kompera-
tors so eingestellt (durch die zwei Spannungsteiler), daB der Auegang A11/09 low ist. Bei
sinem gelesensn Logikpegel auf der Datenleitung werden die Potentiale an den Spannungs~
teilern iiber die Eingangsdioden so veridndert, dal am Eingang eine positive Steuerspannung
entsteht. Der Ausgang wird high und bildet FDY = low (aktiv).
Zur Durchschaltung der Prloritatenketten fiir die Unterbrechungsbearbeitung und fUr die
Busherrschaft im Systembus werdsn die Klemmen: TEI, IED

BET, FXO

TEIT, TEOT miteinender gebriickt.

Kurz— und langzeitige Stdrungen auf den Betriebsepannungen 5 P, 5 N und 12 P sind durch
Follien~ und Elektrolytkondensatoren abgeblockt.

6.4.2.2, AdreBdecodierung durch 4 Bit Volladder PS83
[}

tber den 4 .Bit Volladder SN 7483 (& T 183) erfolgt die AdreSdecodierung fiir die Auswahl
der ROM~Chips dieses Festwertspeichers. Die Einghnge A0, A1, BO, B1 und (O werden ver~
knipft zu PO, F1 und dem Halbbyteilbertrag €2, A2, A3, B2, B3 und C2 fuhren zu F2, F3 und
C4. Dexr Ausgang C4 ist in diesem speziellen Fall der Speicher~STE nicht angeschlossen.
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= interner Ubertrag

= {fbertrageingang
. = Ubertragausgang

FO ... F3 = Summenausginge

3]
L]

co
G4

AQ ... A3 = Eingangsbit Summand A
BO ... B3 = Eingaengebit Summand B

Wahrheitstabella

c2 = 1

F2 F3 C4

C2 =0

F2 F3 C4

0
0

0

A2 BZ A3 B3

0 0 0 ¢

0O 0 o0

c 0 0O

FO Ft C2

0

0

0

¢

0

4AQ BO A1 B

0 0o 0 o0

0 0 0

1

1

0 0 0

o 0
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Adresse
ABOD...15

Isu

MREQ
e

MEMD) 2
——
MEMDI 1
—r)

l |

TAKT

|

ABO...9

_AB 10,11
. AB 12K
. - BI3K :
Emngangs - AB1Z...15 Adressen - L Speicher -
ffe - umschidBler ™ :
purrer anordnung
far Adresse 16 k Byte
- = STE -
und P esse (16 Chips)
Steuer -
signale
I— Block -
——e  guswah( I
W.7»] -t Daten- |paTen
~ puffer |[DBO.7
MEMDI -l Steuer-
MREQ elektronik
(M7 Rov- | Rpv
8ildung '
N e
WAIT - WAIT
TAKT -1  Bildung -
IET
Auswahieinr: | iED
BAj
B8A0
iEf1
IEOl '

Abb. 8

Blockechaltbild K 3820
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inderungen und Korrekiuren zu den Serviceschaltpliinen K 3520; K 3521; K 3525; K 3820

Beachtetiuf allen Stromlaufpléinen der Speichersteckelinheiten sind dle angegebenen An-

achliisse am Koppel- und Systembus- der Ebene B in C zu #ndern.
Beispiel: AdreSleitung ABO1 X1:B19 in X1:C19

Stromlaufplan K 3520 (1): AnschluB8 X1:C18 AB1 mub geéndert werden in AB3 C18

AngchluB X1:A78 ABO muB gelindert werden in AB2 A18

Stromlaufplen K 3521 (1): Das Steuersigmnal SUE ist low aktiiv (X2:022), also BUE.

X2:27; G27 - Spannung 12 NR Hndern in 26 V..
Die Matrix muB von 4 K- in 16 KByte RAM gelindert wexden.
STE Typ 0127121 éndern in 012-7021 (Bl. 1 und 2)

Stromlaufplan K 3820: Folgende Schaltkreise sind falsch bezeichnet

413 entspricht A7 U216
A7 entspricht A9 T204
A8 entapricht A10 T174
411 entapricht A12. T220
A12 entapricht 413 T103
A9 entepricht Al4 U205
A15 entspricht 411 4810
A14 entspricht A8 U216

Belegungeplan Erghnzung ‘ -

STE 1.12.517011.0/09 083-4-710-016

S8TE 1.12.517121.0/09 083-4-710-018

STE 1.12.517041.0/09 083-4-710~015

STE Typ 012-7136 1.12.517136.0/09 &ndern in Typ 012-7012 1.12.517012.0/09 083=4=T10=053

Schaltteilliste

STE Typ 012-7136 1.12.517136.0/01 #ndern in STE Typ 012-7012 1.12.517012.0/01
"in Klammern: STE Typ 012-7131 1.12.517131.0/01.

Pos. A1:1 ... A1:32 Schaltkreis RAM S6508 #éndern in RAM 1902 (RAM S 6508)
Beaohte.'- PIN-Belegung 1902 entepricht der des 4 K stat. RAM nMOS 12A4
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(siehe Bausteiniibersicht Seite 27 - U202)
~ PIN-Balegung § 6508 (siehe Bausteiniibersicht Seite 28)
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